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Yeifalxen zur Herstellung einer festen Verbindung zweier Sclnchten eines Mehrschiclitensys- 
terns sowie MefrrscMchtensystein 

Die Eifindung betrifft ein Verfahien zur Herstelhmg einer festen Verbindung zweier Schick- 
ten eines MehrscHcMensystems some ein Mehxsohichtensystem aus mindestens zwei Schich- 
ten. 

MefrrscMctaensysteme sind ans mindestens zwei aneinander hajftenden Schichten aufgebairt 
und dienen z, B. als Sensoren zur Detektion von Stoffen wie z. B. Gasen. Digenigen Schich- 
ten, seiche den StofF detektieren, werden als Funktionalschichten bezeichnet 

Ein erster schwerer Nachteil derartiger Fnnktionalschichten liegt darin, dass sie nich.t mit 
gentigend hoher Festigkeit aneinander haften. Es ist daher zwischen zwei FunMonalscbichten 
eine z^isatzliche eine hohere Haftwiikung erzielende Zwischenschicht erforderlich, die jedoch. 
einen zweiten Nachteil bedingt, der darin begrundet liegt, dass die Zwischenschicht die 
Funktionalitat der Fxmktionalschichten betrachtlich vexiingert 

Beispielsweise ist bei einem Wasserstoffs ensor eine moglichst reine Grenzflache zwischen 
der einen Finildionalschiclit aus Palladium und der anderen Funktionalsclncht aus Siliziumni- 
trit fur eine ausreichende Messgenauigkeit erforderiich. Doch Ieider haften diese beiden Fuiik- 
tionalschichtenuberhanptnicht aneinander, so dass zwischen diesen beiden Fimktiorialschichr 
ten eine Zwischenschicht gewissexmafien als Klebstoff vorzusehen ist, die sowohl an der ei- 
nen als auch an der anderen Fimktionaisdiich.t gut haftet Hierfux eignet sich bei diesem Bei- 
spiel gut Nickel, das aber die Fimktionalitat eines Wasserstoffeensors stark beeintrachtigt oder 
sogai Yollstandig aufhebt 

Eineiseits sollten die Ftinktionalschichten fest aneinander haften, andererseits aber darf deren 
Funktionalitat nicht beeintrachtigt werden. 

Es ist aber nicht, wie zu erwarten und meist ublich, Aufgabe der Erfindong, den optimalen 
Kompromiss zwischen Haftung und FimknonaJitat zu finden, sondern sowohl maximale Haf- 
tung als auch beste Funktionalitat miteinander kombioiert za erzielen. 
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VerfalxsnsrnaBig wird diese Aufgabe rait den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen da- 
durch gelos^ dass inmrndesteas einer der beiden ScMchten Anker eingebettet werden. 

VorrichtimgsmaBig wild diese Aufgabe mit den im Anspruch. 17 angegebenen Merkmalen 
dadurcb gelost, dass in mindestens erne der beiden Schichten Anker eingebettet sind. 

Die Eifindung sieht vor, in mindestens eine der beiden schlecht aneinander haftenden Schich- 
ten Anker einzubetten. 

Ein Ausfulmingsbeispiel der Eifindung sieht weiter vor, auf die eine Schicht eine gut haften- 
de, die Funktionalifat jedoch kaum beeintrachtigende Zvrischenschicht aufznbxingen. Die er- 
findungsgemafi vorgesehenen Anker sind teilweise in die Zwiscbenschicbt und die anf der 
Zwischenscbicht angebrachte Schicbt eingebettet Durch diese MaBnahme wird eine gute Haf- 
tung der Schichten erzielt, weil die Zwischenschicht gut an der unteren Schicht haftet und 
weil die Zwischenschicbt und die obere Schicht mittels der Anker mechanisch fest verbunden 
sini 

Ein weiteres Ausfubrungsbeispiel sieht vor, dass in einem ersten Verfahrensschritt auf eine 
erste Schicht zumindest teilweise eine diitte Schicht als Zwischenschicht aufgebracht wird, in 
welche mehrere Kontaktlocher eingepragt werden. Die Kontakflocher konnen beispielsweise 
in einem. Atz- oder Fotoprozess in die Zwischeaoschicht eingepragt werden. AnschlieBend 
werden die Kontaktlocher mit einer Haftmasse gefullt Aus den Kontakdochern austretende 
uberfKissige Haftmasse wird entfemt, z. B. durch Wegatzen. In einem weiteren Verfahrens- 
schritt wird die Zwischenschicbt bis anf eine vorgebbare Mindestdicke abgetragen, beispiels- 
weise durch einen Atz- oder Fotoprozess. Am Ende dieses Prozesses ragen aus. der Haftmasse 
gebildete Anker aus der Zwischenschicht Jetzt wird die zweite Schicht auf die Zwischen- 
schicht aufgebracht Die aus der Haftmasse gebildeten Anker sind nun sowohl in die Zwi- 
sdhenschicht als auch iu die zweite Schicht eingebettet, so dass die zweite Schicht fest mit der 
Zwischenschicht verbunden ist 

Die Kontakdocher und somit die von der Haftmasse gebildeten Anker k&anen zylinderformig 
gestaltet sein. Eine bessere Verankerung wird aber erzielt, wenn die QuerschnittsfLache eines 
Kontakfloches und somit auch eines aus der Haftmasse gebildeten Ankers vom einen Ende 
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zum anderen Ende zu- oder abniramt Vorzugsweise mmmt die Quersclnriftsilache vomEnde 
der Zwischenschicht bis zum Ende der zweiten Schicht bin zu, so dass die .Anker kegel- oder 
schwalbenschwanzfdrniig gestaltet sind. Dutch, diese Formgebung wird eine Verzahnung der 
Zwischenschicht mit der zweiten Schicht erzielt 

Ein weiteres Ausfunrungsbeispiel der Erfmdung sieht einen von der dritten Schicbt freien 
Bereich vor, in welchem die erste mid die zweite Schicbt unmittelbar aneinander grenzen. In 
diesem Bereich ist die Fimktionalitat in keinster Weise beeintrachtigt, wahrend durch die an- 
J3erhalb des freien Bereiches vorgesehenea Anker eine gute Haftung erzielt wird. 

Vorzugsweise wird fur die Zwischenschicht ein Werkstoff vorgesehen, der einerseits mit der 
einen Scbicht (dm. ersten oder zweiten Schicht) eine feste physikalische oder cheruiscbe Ver- 
bindung eingebt; andererseits aber die Funktionalitat der beiden Schichten nur gering beein- 
trachtigt. Neben einer mechanischen Verankerung kann auch die Auswahl des Ping-Materials 
die Haftung der zweiten Funktionsalschicht zusatzlich steigem. 

AIs Zwischenschicht eignet sich besonders gut emDielektrikum. Die konische Form der An- 
ker wird beispielsweise mit Hilfe von Strukturienmgwerfahren erzielt, die anisotrope und 
isotrope Stndcturierung definiert gewichten. 

Das erfindungsgemaBe Veifahren eignet sich beispielsweise fur die HersteUung von Sensoren 
aus mehieren Schichten, ist aber keineswegs anf diese Aawendung beschrankt Ebenso lassen 
sich leitende Schichtverbindungen mit starker Haftung herstellen, wie z. B. Bondpads bei 
Halbleitem. Bondpads werden meist aus Aluminium gefertigt Bei Bondpads aus Aluminium 
darf die Temperatur beim nachfolgenden Herstellungsprozessschritten einen Wert von 400° 
C nicbt ubersteigen Dies gilt insbesondere bei Herstellverfahren von Halbleiterchips der 
Sensorikt. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf dem Einsatz von Bondpads aus A- 
Immuium beschrankt Alternative Materialien sind denkbar. 

Die Erfindung wird anhand der Figuren naher beschrieben mid eriautert 

Ihder Zeichnung zeigen: 



Figur 1 eine erste Funktionalschicht imd ein Dielektrikum, 
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Figur 2 die erste PuriMonalschicbt und das Dielekfiifcuni roit eingepragten Kontakflo- 
chenL, 



Figur 3 die erste FunkuonalscMcht und das Dielektrikum, dessen Kontaktiocber mit 

Hafbnasse gefifflt sind, 

Figur 4 die erste Funktionalschicbt und das Dielektrikum mit den mit Haftmasse ge- 
fullten Kontakflochern, wobei ubergetretene Haftmasse entfemt ist, 

Figux 5 die erste Funktiondschicbt, das auf erne Mindestdicke abgetragene Dielektri- 

kum mit aus der Haftmasse gebildeten Aiikeni, 

Figur 6 die erste Fimitionalsciucht, das Dielektrikum, eine zweite Fuiiktionalschicht 

und das Dielektrikum und die zweite FurMonalscbicht miteinander veran- 
kemde Anker, 

Figur 7 ein MehrscMchtsystem mit einem Funktiondbereich ohne Dielektrikum und 

, Figur 8 ein MehrscMcbtsystem mit zylinderformigen AokerrL 

Die Verfalrrensschritte eines Ausfiihrimgsbeispiels des erfindungsgemaBen Verfahrens wer- 
den nun anhand der Figures. 1 bis 6 beschriebeiL 

Im ersten in Figur 1 dargestellten Verfahrenssciritt wird auf eine erste Funktionalschicht 2 
ein Dielektrikum 1 aufgebracbt. 

Im zweiten VerfahrensscHritt werden, wie in Figur 2 gezeigt ist, in das Dielektrikum 1 Kon- 
taktlocher 3 eingepragt, die vorzugsweise koniscb oder schwalbenschwanzfonnig geformt 
sind. Die Kontaktiocber 3 wexden beispielsweise durch einen Atz- oder Fotoprozess in das 
Dielektrikum 1 eingepragt 
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Im dritten in der Figur 3 dargestettten Verfahrensschritt werden die KontaktLocher 3 rait einer 
Haftmasse 4 gefullt Uberfltissige ans den KontaMoahern 3 austretende Haftmasse 5 wild in 
einenL Atzprozess entfernt 

5 la Figur 4 sind die FurMonalschicht 2, das auf flhi haftende Dielektrikum 1 mit den mit der 
Haftmasse 4 gefullten Kontaktlocheni 3 nach dem Wegatzen der uberflussigen Hafonasse.5 



hnfoLgenden funften Verfahrensschritt wird das Dielektrikum 1 bis auf eine Mindeststgrke 
10 abgetragen, beispielsweise durch einen Ate- oder Fotoprozess. Die aus der Haftmasse 4 gebil- 
deten Anker 9 ragen daher mit ihrem oberen Teil aus dem Dielekfiifarm 1 heraus. Iq Figur 5 
sind die Funktionalschicht 2 sowie das auf ihr haftende Dielektrikum 1 mit den herausragen- 
dea Ankein 9 gezeigt 

15 SchlieiJlich wird in einem sechsten Verfabxensschiitt, dem letzten Verfahrensschritt, die zwei- 
te Funitionalschicht 6 auf das Dielektrikum 1 aufgetragen. Die Anker 9 sind nun fest in das 
Dielektrikum 1 und die zweite Funktionalschicht 6 eingebettet und verbinden daher die zweite 
Ftmktionalschicht 6 fest mit dem Dielekfcriuknm 1. Jn Figur 6 ist diese vollstandige erfindungs- 
gemaBe Anordnung abgebildet 

20 

Bin Dielektrikum eignet sich besonders gut als Zwischenschichi, weil es die Funkrionalitat 
riicht beeintxachtigt 

In Figur 7 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung abgebildet. Dieses Ausfuh- 
25 nnzgsbeispiel unterscheidet sich von dem in Figur 6 gezeigten dadurch, dass ein Bereich. 8 
vorgesehen ist, der frei vom Dielektrikum 1 ist. hi diesem Bereich 8 grenzen die erste Funkti- 
onalschicht 2 und die zweite Funktionalschicht 6 uuuoittelbar aneinander. Im Bereich 8 wird 
daher die maximale Fuuktionalitat erzielt Neben dem Bereich 8 sind das Dielektrikum 1 und 
die aas der Haftmasse 4 gebildeteh Anker angeordnet, welche sowohi im Dielektrikum 1 als 
i o auch in der zweiten Funktionalschicht 6 eingeb ettet sind 

Das in Figur 7 abgebildete Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung zeigt deutiich, dass maarimale 
Fimktionalitat mit maxinaler Haftung kombiniert ist. 
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In Figur 8 ist ein weiteres Ausfulmiagsbeispiel der Erfmdung gezeigt 

Aaf der ersten FunMonalsdricht 2 ist das Dielektrikim 1 angebracht, an das sich die zweite 
FunktionalscMcht 6 anschlieBt Die axis der Hafbnasse 4 gebildeten Anker 9 sind sowohl in 
das Dielektrikum 1 als auch in die zweite Finik£onalschicht 6 eingebettet Die Anker 9 sind 
zylinder&rmig gestaltet und haben daher den Varteil, dass sie leichter als die konisch geform- 
ten Anker hergestellt werden konnen. Jedoch wixd mit den zylinderformigen Ankem 9 keine 
so starke Veizahnung erzielt, wie sie mit konisch gefonnten Ankem bewirkt wirA 

Die Erfindung ist wie bereits erwahnt, fur mehrschichtige Sensoren und leitende ScMchtver- 
bindungen in der HaMeitertechnik geeignet, aber keineswegs anf diese Anwendungsgebiete 
beschrankt 

In der Halbleitertechnik lassen sich gemaB den exfindungsgemaSen Verfahren Bondpads bei 
Prozesstemperaturen herstellen, die uber 400° C liegeoa. Die Fifflmasse zur Bildung der Aoker 
ist das Element Wolfram. Die lertenden Schichten, welche den FunMonalschichten entspre- 
chen, sind beispielsweise aus einem Edelmetall hergestellt 

Als geeignete Abmessungen fur den Durchmesser und den Abstand der Anker haben sich 
Werte zwischen 100 und 1000 nm als gunstig erwiesen. Die SabichMicken liegen ebenfails 
zwischen 1 00 und 1000 nm. Die Anker ragen etwa 20 bis 500 nm aus dem Dielektrikum. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren ist allgemein zur Herstelltmg von Mehrschichtsystemen 
geeignet, dessen Schichtea nicht gut aneinander haften, jedoch ohne den Nachteil, Zwischen- 
schichten vorsehen za naiissen, welche die Funktionalitat eines Mehrschichtensystems in 
nachtefliger Weise beschranken. Mit der Erfindung lassen sich maximale Funktionalitat und 
maximale Haftwirkung roiteinandesr kombinieren. 
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PatentanspruDhe 

1. Verfahren zur Herstellung einer festen Verbindung zweier Schichten (2, 6) ernes 
MehrscMchtensysteias, 

dadur ch g ekennzeichnet, dass in mindestens eine der beiden Schichten 
(6) Anker (9) eingebettet werden. 

2. 'Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch g ek enn z ei c hn e t, dass die Anker (9) in der zweitea Scbicht (6) 
und in einer zwischen der ersten Schicht (2) und der zweiten Scbicht (6) vorgesehenen 
Zwischenschicht (1) eingebettet werden 

3 . Verfahren nacb Anspruch 2, 
gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte: 

Auf die erste Scbicht (2) wird inindestens teilweise eine Zwischenschicht (1) 
aufgebracht, 

in die Zwischenschicht (1) werden mebrere Kontaktlocher (3) eingepragt, 
die Kontaktlocher (3) werden mit einer Hafbnasse (4) gefullt, 
die Zwischenschicht wird bis auf eine vorgebbare Mindestdicke abgetrageru so 
dass axis der Hafbnasse (4) gebildete Anker (9) aus den Kontaktldchem (3) der 
Zwischenschicht (1) ragen, 
- auf die Zwischenschicht (1) wird die zweite Schicht (6) aufgebracht, wobei die fest 
mit der Zwischenschicht (1) verankerten und aus der Hafbnasse (4) gebildeten An- 
ker (9) die zweite Schicht (6) fest mit der Zwischenschicht (1) verbinden. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Querscbnittsflache eines Kontaktlo- 
ches (3) in der Zwischenschicht (1) von einem Ende znm anderen zu~ oder abnirnmt. 

5 . Verfahren nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzei chnet, dass die Querscbnittsflache eines Kontaktloches 
(3) von der ersten Schicht (2) zur zweiten Scbicht (6) hin zunimrut 
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6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, 

dadurch g ekennz e i chnet, dass die Kontaktlocher (3) kegelfoimig, ko- 
s nisch, sciLwalbenschwanzformig oder dergleiclieii gestaltet werdeiL 

7. Verfahien nach einem der Anspriiche 3 bis 6, 

dadurch g ekennz eichnet, dass die KontaMocher (3) miltels eines Atz- 
oder Fotoprozesses in die Zwischenschicht (1) gepragt werdert 

10 

8. . Verf ahren nach einem der Anspriiche 3 bis 7, 

dadurch g ekennz eichnet, dass aus der Zwischenschicht (1) austxetende 
uberfftssige Haftmasse (5) vox dem Abtragen der Zwischenschicht (1) bis auf die 
Mmdeststarke weggeatzt wird 

15 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 8, 

dadurch g ekennz eichnet, dass die Zwischenschicht (1) in einem Atz- 
oder Fotoprozess bis auf die Mindeststarke abgetragen wird. 

20 10. Verfahren nach einem der Anspruche 3 bis 9, 

dadurch g e k e n n z eichnet, dass mindestens ein von der Zwischenschicht 
(1) freier Bereich (8) vorgesehen wird, in welchem die erste und die zweite Schicht (2, 
6) rmxoittelbar aneinandergrenzen. 

25 11. Verfahrennach einem der Anspriiche 3 bis 10 ? 

dadurch g ekennz eichnet, dass fur die Haftmasse (4) ein Werkstoff vorge- 
sehen wird, der mit der ersten Schicht (2) oder mit der zweiten Schicht (6 ) eine feste 
physikahsche oder chemische Verbindung eingeht 



30 



12. 



Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 1 1 , 

dadurch gekennz eichnet, dass der Durchmesser der Kontakflochex (3) in 
einem Bereich zwischen 100 und 1 000 nm liegL 
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Verfahren nach einem der Ansprticlie 3 bis 12 5 

dadurch g ekennzei chnet, dass der Abstand der Koatakdocher (3)zwi- 
schen 100 und 1000 ml betragt 

Verfahren nach einem der Aasprdche 3 bis 13, 

dadurch gekennzeich.net, dass die Anker (9) zwischen20 und 500 urn aus 
der Zwischenschicht (1) ragen. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14/ 

dadurch gekennzeichnet, dass die ScHchtdScken 100 bis 1000 am betra- 
gen. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 1 5, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (1) einDielelrtrifann 
ist 

Mehrschichtensystem aus mindestens einer ersten Schicht (2) tmd einer zweiten 
Schicht (6), 

dadurch gekennzeichnet, dass inmindestens einer der beiden Schichten. 
(6) Anker (9) eingebettet sindL 

Mehrschichtensystem nach Anspnich 17, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Anker (9) in der zweiten Schicht (6) 
und in einer zwischen der ersten Schicht (2) und der zweiten Schicht (6) liegenden 
Zwischenschicht (1) eingebettet sind. 

Mehrschichtsystem nach Anspruch 18, 

dadurch gekennzeichnet, dass auf die ersteSchicht (2) mindestens teil- 
weise die Zwischenschicht (1) aufgebracht ist, dass in die Zwischenschicht (1) mebre- 
re KontaMocher (3) eingepragt sind, dass die Kontaktiocher (3) mit einer Haftmasse 
(4) geiullt sind, dass die Zwischenschicht (1) bis auf eine vorgebbare Mindeststarke 
abgetragen ist, so dass aus der Haftmasse (4) gebildete Anker (9) aus den Koniaktlo- 
chem (3) der Zwischenschicht (1) ragen, dass auf die Zwischenschicht (1) die zweite 
Schicht (S) aufgebracht ist, wobei die rest mit der Zwischenschicht (1) verbundenen 
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und aus der Haffanasse (4) gebildeten Anker (9) die zweite Schicht (6) fest rait der 
ZwischenscHcht (1) verbinden. 

20. Mehrsctechtensystein nach Anspruch 19, 

5 dad-arch gekennzeichnet, dass (He Querschrdttsflache eines KontaM^ 

cb.es (3) in der Zwischenschicht (1) von einem Bade zum anderen Ende za- oder ab- 

DITTITnt. 

21 . MehrscMchtensystem nach Anspruch 20, 

io dadurch gekennzei chnet, dass die Quersclmittsflache eines KontaMo 

(3) von der ersten Schicht (2) zur zweiten Schicht (6) bin z nnrmmt 

22. Mehrschichtensysteni nach Anspruch 20 oder 21, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktlocher (3) kegelfoimig, ko- 
15 nisch, schwalbenschwanzfonnig oder dergleichen gestaitet sind 

23. Mebrschichtensystem nach einem der Anspruche 19 bis 22, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktlocher (3) mittels eines Atz- 
oder Fotoprozesses in die Zvrischenschicht (1) gepragt sind. 

20 

24. Mebrschichtensystem nach einem der Anspruche 19 bis 23, 

dadurch gekennzeichnet, dass aus der Zwischenschicht (1) austretende 
uberfLussige Haftmasse (5) vor dem Abtragen der Zwischenschicht (1) bis auf die 
Mindeststarke weggeatzt sind 

25 

25. Me-hrschichtensysten?. nach einem der Anspruche 19 bis 24, 

dadurch gekennze i chn et, dass die Zwischenschicht (1) in einem Atz- oder 
Fotoprozess bis auf die Mindeststarke abgetragen ist. 

3 o 26. Mebrschichtensystem nach einem der Anspruche 19 bis 25, 

dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein von der Zwischenschicht 
(1) freier Bereich (8) vorgesehen ist, in welchem die erste und die zweite Scbicht (2, 6) 
unmittelbar aneinander grenzen. 
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MehrscMcbtensystem nach einem der Anspruche 19 bis 26, 

dadurch gekennzeichnet, dass fur die Hafonasse (4) ein Werkstoff vorge- 
sehen ist, der mit der ersten Schicht (2) eine feste physikalische oder chemische Ver- 
bindung eingeht 

MehrscMchtensystem nach einem der Anspruche 19 bis 27; 

dadurch gekennzeichnet, dass der Durcbmesser der Kontakdocher (3) in 
einem Bereich zwischen 100 und 1000 nm liegt. 

MehrscMcbtensystem nach einem der Anspruche 19 bis 28, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der Kontaktlocher (3) zwi- 
schen 1 00 imd 1000 inn betragt 

Mehrschichtensystem nach einem der Anspruche 19 bis 29, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Anker (9) zwischen 20 und 500 nm ans 
der bis auf die Muideststarke abgetragenen Zwischenschicht (1) ragen. 

Mehrschichtensystem nach einem dor Anspruche 17 bis 30, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtdicken 100 bis 1000 nmbetra- 
gen. 

Mehrschichtensystem nach einem der Anspruche 1 7 bis 3 1 , 

dadurch. gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (1) ein Dielektrikum 
ist 
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(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF A FIXED CONNECTION BETWEEN TWO LAYERS OF A MULTILAYRR 
SYSTEM, AND MULTILAYER SYSTEM bK 



(54) Bezeiclinung: VERFAHREN ZUR HERSTBLLUNG EINER FESTEN VERBINDUNG ZWEIER SCHICHTEN FINES 
MEHRSCHICHTENSYSTEMS SOWIE MBHRS CHICHTENS YSTEM HNBS 
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(57) Abstract: The aim of the invention is to connect in a fixed manner two layers of a multilayer system, e.g. a sensor said two 
layers (2, 6), e.g. two functional layers of a sensor, sticking together only in a limited manner, without restricting the fun'ctionality 
of the multilayer system. Said aim is achieved by applying an intermediate layer (1), preferably a dielectric, which adheres well and 
does not affect the functionality to the first layer (2), followed by the second layer (6). Preferably conical anchors (9) which connect 
the intermediate layer (I) and the second layer (6) to each other in a meshing manner are embedded in the intermediate Javer (1) 
and the second layer (6). Preferably conical contact holes (3) which are filled with an adhesive material (4) are engraved into the 
intermediate layer (1) in an etching process or photo process. The intermediate layer (1) is removed down to a minimum strength in 
an etching process or photo process such that anchors (9) that are made of the adhesive material (4) and are formed by the contact 
holes (3) protrude from the intermediate layer. The second layer (6) is applied to the intermediate layer (1) comprising the protrudin- 
anchors (9) such that the anchors (9) are also embedded in the second layer (6), whereby the intermediate layer (1) is connected in* 
a fixed manner to the second layer (6"). 
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Tut Erlddrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kiirzwigen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") amAnfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazerte verwieseru 



(57) Zus^mnenfessung: Urn bei einem Mehrschichtensystem, z. B. einem Sensor, zwei nurbedingt aneinanderhaftende Schichtea 
_, o), z. B. rweiFunknonalschichten eines Sensors, fest miteinander zu verbinden, ohne die Funktionalitat des Mehrschichtensys- 
tems emzuschranken, ist auf dieerste Schicht (2) erne dieFnnktionalitatnicht beeintrachtigende aber giitanhaftendeZwischenschicht 
l°T !T^ eln ? ieIektrifemn - aufgebracht, an die sich die zweite Schicht (6) anschliessL In die Zwischenschicht (1) und die 
zwene Schicht (6) smd vorzugsweise knnische Anker (9) eingebettet, welche die Zwischenschicht (1) und die zweite Schicht (6) 
verzahnend miteinander verbmden. Bdspielsweise werden in die Zwischenschicht (1) in einem Ate- oder Fotoprozess vorzugsweise 
konische Kontakdocher (3) eingepragt, welche mit einer Haftmasse (4) geffillt werden. Die Zwischenschicht (1) wird bis auf eine 
Mindestetarke in emem Atzoder Fotoprozess abgetragen, so dass von den Kontaktldchem (3) gefonnte Anker (9) aus der Haftmasse 
(4) aus der Zwischenschicht (1) ragen. Auf die Zwischenschicht (1) mit den herausragenden Ankero (9) wird die zweite Schicht (6) 
aufgetragen, so dass die Anker (?) auch in die zweite Schicht (6) eingebettet sind und auf diese Weise die Zwischenschicht (1) fest 
mit der zweiten Schicht (6) veibnnden ist. 
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